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1. Considere a utilização de um tirístor convencional num conversor electrónico de potência. O 
tirístor apresenta como principais características eléctricas: VDRM=800 V, VRRM=800 V, IT(AV)=7.5 A, 
IT(RMS)=12 A, ITSM=100 A, VGT=1.5 V, IGT=20 mA, PG(av)=0.5 W, PG(MAX)=5 W. 
a) Represente graficamente a característica estática (VT, IT) do tirístor (bloqueado e em 

condução). Justifique. 

b) Especifique as características eléctricas do sinal de comando de gate de um tirístor. 
Justifique. 

2. Considere um transístor unipolar de potência (MOSFET) em que algumas das principais 
características eléctricas são: VDSS = 600 V, RDS(ON) = 385 mΩ V, ID=16 A, IDM=60 A. A característica 
de área de funcionamento seguro é mostrada na figura 1. 

a) Defina área de funcionamento seguro de um transístor unipolar.  

b) Admita que a tensão de comando do transístor é gerada por um sinal de corrente constante. 
Explique de forma sucinta os mecanismos físicos que justificam a forma de onda da tensão 
VGS ilustrada na figura 2.  

Fig. 1 Fig. 2 

3. A figura seguinte representa o esquema base de um circuito de interface de um transístor 
bipolar de porta isolada (IGBT). 
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a) Explique de modo sucinto o 
funcionamento do circuito de 
interface. 

 


